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Реферат:
1. Дисертація присвячена вивченню особливостей тензоефектів в кристалах n-Ge та n-Si при наявності
технологічних і радіаційних дефектів. Запропоновано метод розрахунку зміни положення глибоких
енергетичних рівнів при дії одновісної пружної деформації, на основі якого було визначено баричні
коефіцієнти зміни енергетичної щілини між глибоким енергетичним рівнем золота і дном зони провідності
n-Ge та глибоким енергетичним рівнем А-центру і дном зони провідності n-Si для різних кристалографічних
напрямків. Оцінено ступінь заповнення глибоких рівнів в кристалах n-Ge та n-Si. Досліджено особливості
міждолинного розсіяння в кристалах кремнію при високих температурах.

2. Dissertation is devoted the study of features of tenzoeffects in crystals n-Ge and n-Si at presence of
technological and radiation defects. A method for calculating changes position of deep energy levels under the
influence of uniaxial elastic deformation on the basis of which were determined pressure coefficients changes the
energy gap between the deep energy level of gold and the bottom of the conduction band n-Ge and a deep energy
level of the A-centre and the bottom of the conduction band n-Si for different crystallographic directions is



offered. The degree of filling deep levels in crystals of n-Ge and n-Si is assessed. The features of intervalley
scattering in silicon crystals at high temperatures is investigated.
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